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１．概要（Summary） 

次世代の糖尿病診断のため SnO2ガスセンサの開発を

行っている．SnO2ガスセンサは半導体式ガスセンサであ

り，表面の酸素の吸着脱着がセンサの感度に大きく起因

している．本研究では，高感度なセンサの研究開発を目

的として，SnO2薄膜からなるセンサデバイスの作製

を行った． 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・ 高速大面積電子線描画装置（F5112） 
・ クリーンドラフト潤沢超純水付 

・ 高密度汎用スパッタリング装置（CFS-4ES） 
【実験方法】 
 SnO2 ガスセンサの作製のため Fig. 1 のように，初めに

Pt 電極を形成し，その上に SnO2+Pt 触媒を形成する．

Fig. 1 の Pt 電極と SnO2薄膜のパターニングのため，  

 

Fig. 1 Process of SnO2 gas sensor 
 

F5112 を使用しパターンの露光を行い，クリーンドラフトで

現像及びリフトオフを実施した．  
 SnO2 薄膜の形成のため，CFS-4ES を使用した．備え

付けの SnO2ターゲットを使用し， Ar 流量 13 sccm，O2

流量 0.3 sccm，圧力 6.5×10-1 Pa，時間を 5分としスパッ

タを行った．その後，再びリフトオフを行うことにより SnO2

からなる感ガス部を形成した． 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 作製したガスセンサの光学顕微鏡写真を Fig. 2 に示す． 
Pt 電極上に SnO2+Pt 触媒が形成されていることが確認

できる．このように，F5112 と CFS-4ES を用いることにより，

SnO2ガスセンサを作製した． 

 
Fig. 2 Optical microscope image of a SnO2 gas sensor 

fabricated by EB lithography, sputtering and lift-off process 
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